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高集積化・高性能化に向け更なる微細化が進められて

いる LSI やメモリデバイスにおいて、微細線幅においても

低抵抗が期待できる配線材料の開発が必要である。 

１．概要（Summary） 

我々はグラフェンに着目し、実用化を念頭に置いて

CVD(Chemical vapor deposition)によるグラフェン低温

成長技術を用いて微細幅配線の作製を進めている。グラ

フェン成長には金属触媒が必要であり、大面積高品質グ

ラフェンを得るためには触媒構造がグラフェン成長に与え

る影響を調べることが重要である。高温成長においては

高配向金属触媒を用いた大面積高品質成長が報告され

ており、本研究では低温成長検討用高配向触媒層の形

成を行った。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

スパッタ装置、真空蒸着装置、小型真空蒸着装置、高

速昇降温炉(RTA)、高分解能電界放出型走査電子顕微

鏡(FE-SEM)、薄膜エックス線回折装置(XRD) 
【実験方法】 

スパッタ、真空蒸着等によりサファイア基板上にNi膜を

成膜した。次に Ni 成膜基板を RTA による加熱処理を行

った。RTA 後の Ni 層の結晶配向性に関して XRD で評

価した。グラフェン成長実験については別途実施した。 
 

Fig. 1 にサファイア基板にスパッタ成膜した Ni 触媒

層の RTA 後の XRD パターンを示す。2θ=44.5(deg)の
Ni(111)に由来するピークが支配的に検出されており、

Ni は(111)配向しているものと考えられる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

別途実施したグラフェン成長実験において、本研究で

作製した(111)高配向 Ni 触媒を用いた結果、SiO2 基板

上に成膜した Ni 膜の場合と比較して、ラマン分光測定

によりグラフェン結晶性の向上を確認することができた。 
今後、グラフェン結晶性・大面積化の更なる改善に向

け、Ni 成膜条件や RTA 条件の検討を進めていく。 
 

 

Fig. 1 XRD pattern of Ni catalyst layer deposited 
on sapphire substrate after RTA. 
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